技术参数
1、 设备用途
双束电子显微镜是微纳尺度“加工+观测”一体化设备，离子束像可精准切割、刻蚀、沉积，电子束用于高分辨成像，定位样品微观区域，搭配原位高温拉伸系统，表征各种条件下材料的特性。
可用于制备透射电镜超薄样品，解决传统制样定位难、损伤大问题；半导体芯片失效分析、电路修复与修改；材料三维结构重构、截面分析；以及微纳器件原型加工、原子探针针尖制备等。广泛应用于材料、半导体、物理等科研与工业领域。
2、 设备组成
1. 控制与数据处理系统：集成操作软件、束流控制模块、数据采集与图像处理单元，实现对电子束、离子束、样品台的联动控制，同时完成成像、刻蚀、沉积等实验流程的自动化运行与数据存储分析；
2. 电子光学系统：设备的成像核心，包含场发射电子枪、高压电源、电磁聚焦透镜、扫描偏转器等；提供高亮度、高稳定性的电子束，用于样品表面高分辨率形貌成像与成分分析；
3. 离子光学系统：设备的加工核心，包含镓离子源、离子束聚焦透镜、偏转扫描器、束流校准组件,提供可聚焦的高能离子束，实现纳米级刻蚀、切割、透射电镜样品制备、电路修复等微纳加工操作；
4. 真空系统：由真空腔室（含样品交换仓）、机械泵、分子泵 / 离子泵、真空规、阀门等组成，为电子束、离子束提供高真空传输环境，避免束流散射，同时支持样品快速更换，是设备稳定运行的基础保障；
5. 样品台与运动控制系统：包含高精度五轴样品台、压电驱动位移机构、倾转、旋转组件，可实现样品纳米级定位、多角度倾转，满足双束对准时的成像与加工需求，适配复杂的微纳操作场景；
6. 探测与分析系统：包含二次电子探测器、背散射电子探测器，以及可选配的 EDS、EBSD等附件，既可以采集电子束成像信号，也能接收离子束加工过程的反馈信号，实现多维度的样品表征；
7. 辅助功能系统：包含气体注入系统（GIS，用于离子束辅助沉积 / 刻蚀）、减震系统、温控系统、高压供电单元等，为双束加工提供气体环境、稳定的运行条件，保障设备长期高精度工作。
3、 设备总体参数
1. 室温：20-25℃，每小时温度变化率＜1℃；
2. 湿度：60%以下，恒温空调及除湿机；
3. 运输通道最小尺寸：宽1.2 m，高1.9 m；
4. 房间大小不小于：长4.8 m，宽3.5 m，高2.5 m；
5. 机台重量约为900kg；
6. 独立供电，单相交流 220 V，误差小于10%，50 Hz，功率5.5 kW, 6 mm2供电线缆3根；
7. 交流配电盒应装有保险丝，空气开关容量应配置为32A；
8. 地线横截面：≥4mm2；
9. 接地电阻小于1Ω；
10. AC 磁场：非工频磁场强度：＜1mGs，工频磁场强度：＜0.8mGs；
11. DC磁场强度：＜0.5mGs;
4、 设备部件参数
1.离子源分辨率：≤3nm@30kV，≤200nm@1kV；
2.电子枪分辨率：≤1.4nm@15 kV，≤1.9nm@1kV；
3.加速电压范围：20V-30kV；
4.电子束束流大小不低于1pA-20nA；
5.放大倍数范围不低于10-2,000,000x；
6.电磁复合透镜：高压管末端减速电场与极靴磁场复合，降低物镜像差系数，提升分辨能力；
7.水冷恒温物镜：有效的电镜散热技术，保证扫描图像的稳定性，降低图像温漂现象；
8.高压加速管：镜筒中由高压管保持正电势，使电子在镜筒内保持高速运动，提升低电压分辨能力；
9.重合点工作距离：≤6mm；
10.扩展接口≥16个，可安装多种附件；
11.样品台：5轴优中心全自动样品台，全真空电机驱动；
12.样品台行程：X≥100 mm，Y≥100 mm，Z≥60mm，T轴不低于-10°~ +70°，R轴360°连续可调；
13.样品仓容积：宽≥360mm，高≥270mm，深≥300mm；
14.最大样品尺寸直径≥200mm，高≥60mm；
15.旁侧二次电子探测器，支持SE和BSE两种成像模式；
16.镜筒内电子探测器，支持SE和TOP-BSE两种成像模式；
17.电动插入式背散射电子探测器，具备软件防碰撞功能；
18.可在离子束或电子束诱导下进行Pt/C沉积，每种气体配备独立的气体注入器，防止不同气体交叉污染；
19.纳米机械手：集成式一体化控制；	
20.图像显示：不低于1536x1024，最大图像保存不低于16x16k； 
21.能谱探测器：有效晶体面积65mm2；
22.能谱能量分辨率：Mn Ka保证优于129eV；
23.元素分析范围不小于B5-Cf98；
24.EBSD高速低噪音CMOS相机，分辨率不低于600x400，并能够与各主流型号的电镜良好配合；
[bookmark: _GoBack]25.EBSD在线解析最高标定速度不低于1600pps，此时花样分辨率仍能保持不低于132x96；
